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１．研究開発の目的  

 出力、演色性、コストなど全ての面で、従来の白色ＬＥＤの性能を大きく凌駕する世界初の照明用モノリシ

ック白色ＬＥＤを蛍光ＳｉＣ基板上に実現し、基本性能を実証する。 

 具体的目標性能は、発光効率（全光束）：６０ ｌｍ／Ｗ、平均演色評価数：９０。 

 

２．研究開発の概要 

①成果 

 蛍光ＳｉＣ基板上に近紫外ＬＥＤを直接積層した世界初の高性能モノリシック白色ＬＥＤの実現を目的に研

究開発を行った。結晶成長装置や成長条件の最適化の結果、再現性良く過去最高レベルの内部量子効率

（ＩＱＥ）：１０％程度の蛍光ＳｉＣの作製が可能となった。一方、目標のＩＱＥ：８０％達成にはＳｉＣの表面再結合

速度（ＳＲＶ）の３桁低減が必要であることを新たに見出した。表面パッシベーションにより約１桁のＳＲＶ低

減に成功し、残り２桁の低減を継続検討中である。発光層の近紫外ＬＥＤについては、ＳｉＣ上ナノコラム 

ＧａＮテンプレートによる９ｘ１０７ ｃｍ－２程度までの低転位化、ＬＥＤ層構造や成長条件の最適化によるＩＱＥ

６０％までの改善、反射率８０％以上のＩＴＯ／Ａｌ低コンタクト抵抗電極実現に成功しており、目標性能達成

の見通しを得た。 

研究開発目標 達成度 

① 高効率蛍光ＳｉＣの開発 

 

 

② 高効率近紫外ＬＥＤの開発 

 

 

 

③ 高光取り出し効率ＬＥＤデバイス技術の開発 

① ６０％： 高品質蛍光ＳｉＣ結晶の再現性・制御性は

大幅に改善したが、表面再結合の問題のため内

部量子効率は１０％程度。 

② ８０％： ナノコラムＧａＮテンプレートにより９．３ｘ 

１０７ｃｍ－２までの低転位化を達成したが、ＬＥＤ構

造への搭載に至らず、ＮＵＶ－ＬＥＤのＩＱＥは６０％

程度。 

③ ６０％： 高反射率ＩＴＯ／Ａｌ電極の開発に成功し、

モスアイ加工により従来比で３０％以上改善でき

たが、ＳｉＣ上ＬＥＤの正確な光取り出し効率を抽出

できず。 

 

②今後の展開 

まずは喫緊の課題である蛍光ＳｉＣの表面再結合抑制のためのパッシベーション技術の確立に全力を

傾ける。またＳｉＣ基板上近紫外ＬＥＤの結晶成長では、基板のオフ角が大きくなるとＩＩＩ族窒化物層がステ

ップバンチングを起こしやすく、均一な電流注入が困難になる問題があるためこの解決にも取り組み、早

期に６０ ｌｍ／Ｗ以上の出力を実現する。またナノコラムＧａＮテンプレートの改良を進めクラックを抑制し



てＳｉＣ上の近紫外ＬＥＤでＩＱＥ＞８０％を実証する。本開発期間中に行えなかったＡｌ，Ｎ共添加ＳｉＣの開

発にも着手し、Ｒａ＞９０以上の実現にも注力する。さらに高反射電極やモスアイ加工による高光取り出し

効率化を進め、最終的にはＲａ＞９０で１５０ ｌｍ／Ｗを実現する。またその後の事業化を見据え、ウエハ

の大面積化や高均一化にも取り組む。 

 

３．総合所見 

 研究開発期間が１年の短期間であったとは言え、研究開発目標は達成されておらず、要因分析も十分と

は言いがたい。 

 まずは今後の課題を整理したうえで、基礎的な研究を進めつつ、競合技術の進展を踏まえた事業展開

の再検討を期待する。 


